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【緒言】近年、グラフェンや遷移金属カルコゲナイトなど、層状物質から二次元構造体を取り出

だす研究が盛んに行われている。CaSi2は bulk Siの(1 1 1)面に相当する Siモノレイヤーと Caモノ

レイヤーが交互に積層した層状物質である。我々は、Si モノレイヤー表面に有機基を修飾させた

Siナノシートとして、CaSi2から Siモノレイヤーを取り出す手法を確立してきた 1,2。最近、CaSi2

中の Si層を角度分解光電子分光によって電子状態を調べたところ、Siモノレイヤーにはグラフェ

ンと同様にディラック・コーンが K 点に発生していることが確認された 3。よって、透明電極や

超速度デバイスとして応用が進められているグラフェンを超えると期待されているシリセン（Si

モノレイヤー）の原料に CaSi2がなり得る可能性が示された。これまで、CaSi2は包晶であり、単

相を得るには 120℃以上の大きな過冷却が必要だと考えられてきた 4。しかし、CaSi2 多結晶粒を

育成した際に、従来の状態図とは異なる析出挙動が見られたため、CaSi2組成近傍の状態図の修正

を行った 5。 

【結果】CaXSi2(0.9≦x≦1.1)組成の原料を融解、冷却し、CaSi2 多結晶バルクを育成した。XRD、

SEM を用いて冷却速度及び不純物の有無と析出相の関係を調べた。不純物の混入がない CaSi2組

成の原料からは、単相の CaSi2が形成されることを確認した（図１）。DTA 分析から各組成の融点

及び変態温度を調べ、XRD の結果と合わせて作成した状態図（図２）からは、CaSi2 は包晶であ

るものの、単相を得るために必要な過冷却は５℃以下であることが判明した。 
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zu図 1  CaSi2組成バルク上面   図 2  CaSi2組成近傍の状態図 
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